Niniejszy projekt badawczy ma na celu poznanie struktury pasmowej oraz wiasciwosci optycznych dla nowych zwigzkéw i
struktur pdtprzewodnikowych osadzanych na podtozu GaSb. Beda to trdj- i cztero-sktadnikowe zwigzki mieszane na bazie takich
potprzewodnikdw jak GaSb, InSh, InAs, GaBi oraz InBi. Tego typu materiaty moga mieé potencjalne zastosowanie w laserach
potprzewodnikowych emitujacych Swiatto w obszarze $redniej podczerwieni tj. 3-8um. Ten zakres spektralny cieszy sie bardzo
duzym zainteresowaniem z tego wzgledu, ze wiele czasteczek w tym zakresie spektralnym posiada widma absorpcyjne i w
zwigzku z tym mozna wykorzysta¢ lasery emitujace odpowiednie dtugosci fali do konstrukcji urzadzer oznaczajgcych stezenie
danych molekut w powietrzu itp. Obecnie w laserach na S$rednig podczerwien wykorzystywane sg studnie kwantowe
GalnAsSh/GasSh. Jednak tego typu uklad materialowy ma swoje ograniczenia i nie wigze dziur w pasmie walencyjnym przy
przesunieciu sie w dalszg podczerwien. Jednym z celéw niniejszego projektu jest znalezienie takich zwigzkdw mieszanych, ktdre
beda zapewniaty silny potencjat wiazacy zaréwno dla elektronéw i dziur. Stawiamy teze, ze dodanie atoméw bizmutu do studni
kwantowych (Ga,In)(As,Sh)/GaSb bedzie poprawia¢ potencjat wiazacy w pasmie walencyjny. Weryfikacja tej tezy jest jednym z
celéw niniejszego wniosku.



